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250kV DC 電子銃の構成
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Cockcroft-Walton回路の改良

出力抵抗、サージアブゾーバ、ＬＣフィルタの最適化

放電特性の改善

改良前
改良後

コンディショニング履歴
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Cockcroft-Walton回路の改良
電圧リップルの低減

開発中 最終目標

電圧－電流 250kV-50mA 500kV-100mA

駆動周波数

各段静電容量

段数

フィルター Ｌ

フィルタ－ Ｃ 1.4 nF 1.4 nF

リップル（計算値） 1.4 x 10-4 1.7 x 10-5

リップル（実測値）

20 kHz 40 kHz

8.4 nF 16.8 nF

6 12

1.2 H 1.2 H

1.9 x 10-4
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電子銃電圧リップルの影響
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リップルは1×10-4以下に！

主加速器下流でのビーム変動の計算
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電子銃（真空チャンバ）
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クライオポンプの排気試験

試験チャンバ（材質：SUS、表面処理：複合電界研磨、
容積：約7ℓ、表面積：約0.28m2）を用いて排気試験

大気圧から排気後40時間で
<1×10-8Paを達成
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新規カソードを導入して
中１日で加熱洗浄、NEA化。

ロードロックチャンバーの迅速な排気
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ソレノイドレンズの設計・製作
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カソード磁場をゼロ、かつ、エミッタンス補償

主コイル：280A x 36 turn
ヨーク中最大磁場: 1.32 T
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Parmelaによる計算
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77pC B = 25.1mT, εn = 0.59 mm-mrad7.7pC B = 23.8mT, εn = 0.11 mm-mrad
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ソレノイドの据え付け
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レーザ導入機構

カソード電極

アノード電極

プリズムミラー
ガラス基板・金蒸着

25×25×25mm

入射方向

反射方向
（CCDカメラへ）

主要構成部品はSUSで作成

電子ビーム
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レーザ導入機構（集光試験）

He-Ne レーザー

レンズ
(f=150mm)

レンズ
(f=60mm)

プリズム型
ビームスプリッター

ミラー
(固定）

ミラー
(入射位置調整用）

レーザー導入機構
プリズム型ミラー

パワーメーター

～50%

自動ステージ上に設置

• ランダム偏光型He-Neレーザーを使用
（<2mW）
• 1枚目のレンズの位置を変えることでカソード

上でのスポットサイズを調整

Off-lineでの集光テスト

12mm

12
m

m

スポットサイズ φ0.6mm
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まとめ

250kV DC電子銃の開発は、ほぼ順調に進んで
いる。
高電圧発生回路は、初期に見られた放電→整流
素子破損の現象が解決。大電流運転時のリップル
対策にも目処が立った。
真空チャンバーの組み立て、真空試験が完了。
エミッタンス補償用ソレノイドの設計、製作、磁場測
定、据え付け完了。
レーザ導入機構の設計、製作、集光試験、据え付
け完了。
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